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１．はじめに 

 Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTSSe)薄膜太陽電池は資源的制約のほとんどない安価な Znや Snを材料とし

ているので低コスト化が期待される。様々な S/(S+Se)比に対する CZTSSe 薄膜太陽電池が報告さ

れている[1-5]が、現状では hydrazine 溶液からスピンコートしたプリカーサを熱処理した、

S/(S+Se)=0.4 の CZTSSe 薄膜太陽電池で 10.1％の最も高い変換効率が得られている[3]。一方、太

陽光スペクトルとの整合を考慮すると、S/(S+Se)比が 0.4～1.0の範囲でどのような太陽電池特性を

示すかを検討することは重要である。今回、我々は積層プリカーサからの熱処理により S/(S+Se)

比が 0.4以上の CZTSSe薄膜太陽電池を作製し、その基礎特性を調べたので報告する。 

２．実験方法 

 真空蒸着法により，Mo/ソーダライムガラス基板上へ Cu/Sn/Zn を積層し、プリカーサとした。

ここで、Cu:Zn:Sn=1.7:1.4:1.0一定とした。次にガラス管にプリカーサと S,Se,Snを入れ、真空封入

し、550
o
C、30 分熱処理を行い結晶化させた。このとき封入する S/(S+Se)=0.6 一定で、Sn/(S+Se)

＝0～1.0 まで変化させた（実験 1）。さらに、Sn/(S+Se)=1.0 一定で、S/(S+Se)=0.25～0.5 まで変化

させた（実験 2）。結晶化させた薄膜上に Al/n-ZnO/i-ZnO/CdSを積層して太陽電池を作製した。 

３．結果 

 作製した CZTSSe薄膜の組成分析の結果、S/(S+Se)比は実験 1では 0.83～0.90、実験 2では 0.43

～0.78 まで変化し、封入比と比較して S が過剰に取り込まれる傾向を示した。作製した CZTSSe

薄膜太陽電池の開放電圧 Vocは、参考文献[1]～[5]の Vocの変化から予想される値に近いものであ

った（Fig.1）。一方、Iscは参考文献値より低い値を

示し、効率低下の原因となっていた。他の特性は当

日報告する。 
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Fig. 1 Voc vs S/(S+Se) mole ratio for 

Cu2ZnSn(S,Se)4 thin film solar cells. 
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